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La prasents invencién se refiere a un procedimiento para hacer
una estructura de transistor semiconductor de 6xido metédlico, particu-
larmente transistores con efscto de campo que se utilizan en circuitos
integrados de gran sscala.

El arts deo los circuitos integrados ostd permanentemonte a lo
busqueda de perfsccionamientos en las téonicas de elaboracién para ro-
ducir el tamefio ds los elementos de .circuito y mejorar los rendimien-
tos de los dispositivos . La presente invencién se refiere a un ndme-
ro de problemas rslacionados proplos de la Fabricacién ﬁa circuitos
integrados de gran densidad. En particular, es conveniente una mayar
densidad de compaccitin dus da por resultado, correspondientements, una
mayor velocidad de operacidn, El1 mé&todo usual ha consistido en redu-
cir las geometrias de los transistores asi como la estructura., Esto
ha comprendido el adelgazamiento del éxido de la puerta y el aum=znio
de la concentracifin de substrato. La pesente invencidn consigue una
geametria menor sin el inconveniente usual de un elevedo efecto de .
cuerpo ¥y la elevada capacitancia pardsita que aparsce en los procedi-
mientos de reduccién, Mientras gue les téenicas normales eumentan la
concentracidn en el canal, con lo que aumenta el efecto de cuerpo, la
presente invencién mantiene la concentracién dentro del canal igual
perc reduce la longitud del canal. Esto se consigue dopando en magnitud

lz regidn gus rodea a los lugares de manantial y drenaje del transis-

tor lo cual da por resultado un menor efecto de cuerpo y menos capaci-

tancia parisita. Ademés:' Ya prestacién del dispositivo depende menos

de la longitud del dispositivo y el voltaje humbral se controla.por
una implantacién precisa de impurezas en lugar de dspender del material
y la concentracidn del substrato. Por lo ftanto, la longitud del canal
se vuelve menos critica debido a la elevada cencentracién de los do-
pantes y adulterantes que exigen por lo tanto menos precisidn en le

fabricecidn,
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Con el procedimiento de la invencidn se aumenta la densidad de
compaccidén en un circuito integrado sin asumentar el efectoc de cuer-
po y cepacitencia parésita gue aparecen en cualguier circuite inte-
trado. En la presente invencidén, se pueds construir un transistor de
canal corto: con ceracteristicas sléctricas tan s6lo modsradamente de-
pendientes de la longitud .del canal. Ademés, el voltaje humbral de-
pende menos del material del substrato y se controla por una implan-—
tacién precisa de las impurszes. Estms caracteristicas convenientes
ge consiguen por un doble proceso de difusidn de dos tipos diferen-
tes ds conductividad. Una primera regién es del mismo tipe de conduc-
tividad que 8l substrato, aunque de mayor concentracldén y comprerice
ademds la segunda regién del segundo tipo de conductividad qué tiena
una impureza mids dopada, La segunda regiones forman los lugeres de
manantial y drenaje del transistor,

Las figures I-20 son vistas esqueméticas en seccién que ilus-
tran partes de un transistor semiconductor de &xido metélico en varias
etapas en un proceso para la fabricacién del dispositivo,

l.a figura 2T es una vista a mayor escala, similar a la vista
de la figura 20, gue ilustra una etapa en el proceso; y

La figura 22 es une vista ssguemética en seccifn que ilusira
la invencién .en una stapa finel en gl proceso. )

Refiriendonos ahora a.la figura I, ss ilustra una seccién trans~
versal de una parte de una estructura de trensistor semiconductor de
6xido metélico en circuito integrado de la presente invencién, indi-
cada en general por el ndmero de referencia I0, en una de las prime-
ras etapas dsl proceso de fabricacién, El dispositivo I0 comprende el
substrato I2 que es de silicio tipicamente monocristalino de una orien-
tacidn cristalina de tipp normal conocida, Muchas carscterisiicas dé
la presente invencién tienen aplicacidn o dispositivos quavemplaan

materiales semiconductores distintos el silicio. segin comprenderén




5.

1o,

15,

]
la figura 2, La capa de polifxido 22 tiene aproximadaments 2.000 A de

gio original 20 debido al desarrolle durante la oxidacibn, RAsfirden-

=3

los expertos en la materia. El substrato I2 puede ser del tipo P o
del tipo N. No obstante, para los fines de esta modalidad ilustrati-
va, se emplea conductividad de tipo P con una concentracién de aproxi-
madamenta 2 x ID.I4 a 3.x IOI3 dtomos/cc, siendo una resistividad
preferible la comprendida entre 5 a I00 ohmios~cm en el substrato I2.
Sobre la superficie superior I4 del substratoc I2 ss desarrolla tArnicm-
mente una capa de dibxido de siliclo I6 con un espesor preferibles de
unos €00 2. Una cepa de nitruroc de silicio I8, gque tiene un espesor
prefarible de unos 600 R, se deposita sobre la capa de éxido térmica
I6 en un reactor de una forma conoclida, Una capa superior 20 de poli-
silicio, que tiene un espesor de aproximadamente I.000 X, sa depcsita
sobre la capa de nitrurc I8 empleando técnicas conocidas de deposicidn.
El dispositivo I0 se expone entonces a un ambiente oxidants,
preferible en vapor de agua a una temperatura comprendida sproximacda-
mente entre QDDDC y I.ODOOC, dupante un periodo de tiempo suficiente
para oxidar completamente la capa de polisilicio 20 de la figura I,

produciendo por lo: tanto una cépa de poliéxido 22 seglin se ilustra en
aspesér, 1o cusl es aproximadamente doble que el sspesor del polisili-

donos a la figure 3, una parte representativa 24 del dispositive I0
s8 ilustra despuds de haberse realizado varias etapas intermedias, A
pesar de que en la figura 3 se ilustra un segmento de componente dis-
tinto o lugar de elemento 24 de un modo explicito, se comprendsré que
es representativo de un gran nlmero de lugares similares (no ilustra-
dos) donde los elemsntos simileres de producen simultaneamente de acuer-
do con la descripcidn del procedimiento de invencifin que sigue, En el
lugar 24, se ha depositado.un modelo de capa protectora 26 sobre la
capa de polif6xido 22 empleando té&cnicas normales de fotoenmascaramien-

to, despuds de lo cual las partes sin enmascarar de la capa 22 se mor-
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dentan empleanco un resctivo que ataca de una forma selectiva el dxido
dejando por lo tanto la parte de polifxido 28 como se ilustra, Después
de la etepa de moedentadn, se realiza una stapa de injerto ldnico de
una mansra conoclde segdn indica la flechs, prgferib;emente ampleanco
boro para producir regiones P+ 30, que penetran hasta una profundidad
de uncs 2,000 ; en las partss del substrato I2 no cubiertas por sl po-
liéxido {denominada también como “4ree de campo" del dispositive I0).
La snergla de los iones se elige para penetrar tan sflo a través de
las peartes de las capas I6 y I8 no cubiertas por la capa protectbra
y el poliéxido. Una intensidad de eproximadamente I,6 x 103 iones dé
boro/cm2 a I0 kev (kiloelectrones voltios) se emplea preferiblemente
de acuerde con técnicas conocidzs como, por ejemplo, por medio de las
té6nicas descritas en la patente U,S. n? 3,898.I05, citada en adslante
como Mai et al. No obetante, cualguiera que sea la técnica utilizuod
es preferible que las regionss P+ 36 tenga una resistividad de aproxi-
madamente I ohmio-cm en las édreas de mayor concentracifn de impurezas
del dispositivo final.

Dezpués se elimina la capa fotoprotectora 26 y las partes de la
capa de nitruro I8 no cubiertas por la parte de capa de polidxido 28
sg mordentan selectivamente empleando técnicas conocidas. dejando por
lo tanto la parte de nitruro 32, como se ilustra en la figura 4,

Refiriendonns -ahora a la figura 5, se realiza una oxidacidn en
vapor de agua por espacio de unas sels a ocho horas a aproximadaments
I}DDDUG, lo cual da por resultado el desarrollo de una capa de "6xido
de campo isoplanar® 34 relativaments grussa, prefariblements de unos
I4,000 g de espsesar, en la parte del substrato I2 no cubierta por el
nitruro de silicio, E1 6xido de campo 34 penetra en el substrato I2
hasta una.profundidad de unos 7.000 R, llevando el proceso de oxidacién
las regiones de injerto de boro 30 a una mayor prufundidad por debajo

&
Las regionas P 30 permitsn el empleo de un Sxido de campo més delgado

=4
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34 reduciendo la resistividad por debajo.

Después la capa de polifxids 28 ss slimina por mordentado con
&cida fluarhfdrico de una forma conocida, gue reduce también ligeramenw
te el espesor del 6Sxido de cempo 34.Entonces, la capa de nitrurc 32 y
las partes restantes de la capa de 6xido I6 se aliminaﬁ empleando técni-
cas tradicionales, con lo que se produce la estructura ilustrada en la
figura 8,

- Normalmente se recurre a varias etapas de "limpleza" superficial
en esta punto en la tecnologla anterior parse eliminar. el deterioro supers
ficial sn el érea activa del dispositivo., Por "&raa activa™ se entien=
den aquellias partss del dispositivo donde no se ha desarrcllado dxido
de campo. No obsgtants, se ha averiguado que la simple limpleza por mor-
dentado de parts delsubstrato I2 a lo largo de la superficie I4 es lre-
decuade para sliminar la contaminacidén de nitruro de siliclo qus exige
te a lo largo de los bordes 36 del subsgtrate I2 cerca del duido de came
po 34, Pequerias cantidades de nitruro da silicio ss trasportan desde la
capa 32 hasta el substrato I4 en los bordes del 6xido de camps 34, co-
mo consecuencia del proceso quimico que produce el Gxido ds campo 34,
Por consigulents,se efectua una fase de oxidacibn, preferiblemente en
atmésfera ambiente de cloruro de hidrégensc y oxfgeno para formar la ce-
pa de 6xido té&rmica 38 segdn se ilustra en la figura 7, convirtiendo
por lo tanto u pxfdando las impurezas de nitruro los bordes 36 del subse-
trato I2 &l fixido segln se dssarrolla. Un sspesor de eproximadamente
300 Z es suficiente para la capa de oxidacidn 38, siendo el esppsar
praferibls el comprendido entre 300 y I,000 X.

Después la capa de dxldo 38 se mordsntaz para producir la estruc=-
tura de la figura 8. Los expertos en la materia comprenderén que son im-
portantes las buenas condiciones superficiales para el funcionamiento
de los elementos de dispositivo con efecto de campo y, particularmente,

en el canal de un FET del modo da amplificacién, Segln la presente in-
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vencidn, las fases de oxidacién y mordentado de la figura 7 y 8 son
eficaces para eliminar el deterioru superficial {que tiene lugar en
general en los 20 a X0 ; supsriores del substratc I2) asf como la con-
taminacién por nitruro de silicio, proporcionendo de este modo partes
superficiales limpias y exentms de impurezas I4 ilustradas en la figu-
ra 8,

Como resultade de las gtapas sucesivas de mordentaje para eli-
minar les cepas de éxido IS, 28 y 38, y las fases representadas sn las
figures 5 a 8, el 6xido de campo 34 se reduce algoc en su espesor, En
la stapa del procedimients ilustrado en la figura B8, el dxido de campo
tiene un espesor general de aproximadamente XI0.000 R, extendiendoss
aproximadamente 7.000 X hasta un nivel por debejo de la superficie I4
y sxtendiendose unos 3,000 Z por encima del nivel de la superficis 14,

Después se desarrolla la capa de Sxide térmica 40 a un espesor
da aproximadamsnte 900 X segdn se indica en la figura 9. Refiriendo-
nos shora & la filgura I0, ss deposita una capa da‘polisilicio a2, se-
gén se ilustra, scbre todo el dispositivo I0, hasta un espasor dg unos
6,000 ; empleando técnicas conocidas, Para hacer que la ceps 42 se vugle
va més conductivae, se dopa en gran magnitud en tipo N, emplsando pre-
feriblemente difusién de fdsforo segldn representa en punteado ds la ca-
pa de poligilicio 42 en la figura II.

Después, una parte superior 44 de la capa 42 ss oxida para pro-
ducir la estructura ilustrada en la figura 12, La capa de polifxido 44
tiene un espesor preferible comprendido entre unos Z.SUb y 5,000 R.
cuya formacién produce una reduccién corraspondiente en sl sspssor de
la cape de polisiliclo 42 entre 3,500 y 4,800 X. No obastante, actusle-
ments es preferibls gue las capas 42 y 44 tengen eproximadamente 4,000
R de espesor,

Le figura I3 ilustra el dispositivo I0 después de las fases dao

enmascaraniento y mordentedo, donde se forma el modslo de capa fotopro-
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tectora 46, vy laé partes de caps de polidxids 44 no cubiertas por la
capa fotoprotectora se eliminan por mordentado dejando la perte de
polibxido 48 , Refirisndonos ahora a la figura I4, la capa fotoprotec~
tora se ha eliminado dejande la parte de capa de poliéxido 48 como més-
cera para sliminar por mordentado partes de la capa de polisilicio 42,
En lugares similares del dispositive I0 de los cuales el lugar 24 us
representativo, existen méscaras de pilidxido similares de modo qua el
mordentado produce una pluralidad de capas de polisiliclo separadas an
¢l dispositivo I0, de las cuales la cepa 50 es representativa. Obser-
vese que la cape 50 podris formarse de un modo similar de molibdeno
o tungsteno. La capa de polisilicio 50 se superpone a una parte central
de la capa de éxido térmico 40 en el lugar de elemento 24 segln so Jlus-
tra en laffigura I4.

£l uso de la parts de polifxido 48 como mdscera pera mordentar

el polisilicio subyacente gfrece la ;entaja, soﬁre la méscara de dxido
depositado, de qus el desarrolle dae poliéxido produce una capa muy re-
gular que tiene un régimen de mordentado méds controlable y més lento.
Dichas propiedades del poliéxido permiten un alto grado de definicidn

de méscara a partir de la méscera da capa fotoprotectora (capa 45 en
la figura I3) a la mAscara de poliéxido (capa 48 en la figura 14). EL
alto grado de definicibn ds la mAscara se consigue de un modo adicio-
nal en la formacién de la capa de polisilicio £0. Por "alta definicidn®
se entiende "=ltuado con un mayor grado de precisién” si se compara con
las técnlices de la tecnologfa anterior gue emplean méscara de Gxido de
depositado. La capa de polisilicio 50, segin se verd mds adelante, sir-
ve ademds como méscare para mordentar la capa de Oxido subyacente, ali-
negandose de este modo sobre una regién de canal de un transistor con
sfecto de campo, La técnica de emplsar una capa ds polisilicio como mése
cara para producir un FET de puesta autoslinsada es un procedimiento

conocido, denominandose también la sstructura en la tecnologia como FET

7=
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de "pusrta de silicic". La precisién (o tolerasncia) en la colocacién
de la capa 50 produce un sfecto directo en €l grado de densidad de
elsmentos que se pueden formar en un dispasitivo de circuito integra-
do I0.

Después, un dopante o adulterantes de tipo P, preferiblements
boro, implantado empleendo t8cnicas conocidas, penetra sn el substre-
to 12 & cada lado de la cﬁpa de polisilicio o pusrta conductiva 50
con una concentracidn suparfial de aproximadamante IDIa étomos/cmz .
Después, sl cdopante de tipo P sa difunde en el substrato I2 smpleando
técnicas conocidas, por lo cque las regiocnes P+ 58 y 54 que tisnen una
concentracién de impurezas entre IDIs &tomos/cc y IDI7 &tomos/cc se
producen & una profundidad de aproximadements 2,000 a 8.000 K por dee-
bajo de la superficis I4 de acuerdo con la estructura de la figure IS,

De un modo similar se obtiene una difusidén lateral.Después se
lleva & cabo una implantacidn o’'injerto idénico de un dopante de tipo
N, a aproximadamente IDI6 atamos/cm2 , preferiblemente arsénico, eme
pleendo téenicas conocldas. Se realizan entonces una etapa da difus-
sién produciendo regiones N+ 56 y 88 que tienen una concentracidn de
impurszas por encima de IOIg étomos/cec en el gdubstrato I2, hasta una
profundidad de aproximadamente 3.000 Z ppr debajo de la superficie
I4 y dentro de las reglones P+ 52 y 54 de acuerds con la sstructura
de la figure IS5, Esto se debe & que gl arsénico no se difunde tanto
en &l substrato debido a su bajo coeficiente de difusién. De esta ma-
nera, sl boro se difunde alrededor ds las unionses de arsénico N*para
formar un halo de tipo P. En otra modalidad que emplea un substrato
de tipo N, se empleariéin tipos diferentes de conductividad en eata
stapa para producir la estructura de tipo de conductividad complemen-
taria da la ilustrads,

Refiriendonos ahore a la figura IS8, el dispositivo ID se colo-

ca en un horno con oxigeno seca o vapor de agua & aproximadamente
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SOOQG a I.DOUOG de modo que se desarrollen capas de 6xido de aproxi-
madamente 2,000 a I.000 A sobre los dispositivos indicado por el nd-
mero €0. Ademds, refiriendonos e la figura I7 la capa 62 de Oxido sin
dopar de "elevada temperatura" se deposita empleando preferiblemente
SiH2012 Y N20 de una mansra conocida, a una temperatura comprendi-
da entre EDDOG y I.OGDUG hasta un espesor de aproximadamente 6.000 Z.
En una etapa correspondiente, los procedimientos de la tscnologie
anterior se emplean normelmente para depositar un 6xido de "bajs tem—
peratura™ del orden de 35000 a 45000, gue tiene un régimen de morden—
tado relativemente répldo dando lugar a problemas de srosidn extensi-
va, pero en eate caso una capa de éxida sin dopar 62 se deposita con
un régimen de mordentacdo comparsble al de la capa de ¢xido desarrclla-—
das subyacentes 60, Con mayor preferencia. la capa ds 6xido 62 se de-
paosita colocando el dispositivo JO en un horno de tipo tradicional

y calentando el dispositivo a una temperatura de aproximadamente 900D
€ o 950°C para producir la reaccién: BLHCL, + 2N0 — 810, + HCL +
2N2. Ademés se comprenderi gue la capa 62 es una capa de 6xido redun-
dante que cubre posibles defectos como "puntaamiento o poros” en la
capa de 6xido subyacents €0.

Una méscara de capa fotoprutectora 64 se forma entonces sobre
la capa de &xido depositada 62, Después, se abren ventanas de contac-
to 66 mordentando a través de las parteé de la capa de éxido 62 no cu-
biertas por la méscara fotoprotectora 64, & continuando el mordenta-
do hacia ebajo a través de la capa de 6xido subyacents €0 segln se
ilustra sn lé figura I8. Después, se slimina la capa fotoprotectora
64 y se raeliza une etapa de estabilizacidn, empleando preferiblemen-
te difusién de fésforo, segln indica el punteado a lo largo de la su-
perficie de dxido expuesta ilustrades en la figura IS y la vista a
meyor escala de la figura 20, La estabilizacién del fésforo produce

el efecto de generar capas de 8xido muy delgadas 68 sobre superficies

-
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expuestas de silicio (representadas explicitamente a titulo de ejem=
plo en la figura 20) que tienen un espssor de sproximadamente 20 a
Ico X. Es conveniente desgasear el dispositivo I0 simulténeamente con
la estabilizacién, lo cual se puede conseguir cubriendo todo salvo el
lado posterior (veg., la superficie inferior del substrato I2 con el
6xido sobre la misma, no ilustrada) con capa fotoprotectors despuéc
de abrir ventanas 66, arrancando después sl lado posterior dejands
limpio el silicio, Entonces prosigue la sstabilizacién como se hg des-
crito en el pérrafo anterior por eliminecidn de la capa fotoprotscto-
ra y exponiendo el dispogitivo I0 & una.difusién de fésforo, gue des-
gasea las impurezas metédlicas al lado posterior reduciendo de este
mocdo favorablemente la corriente de fuga,

Después de la Tase ce sstabllizacidn con fdsforo es necssarin
a volver & abrir ventanas de contactos 66 a través de las capas de
éxido 68, Una capa fotoprotectora (no ilustrada) se vuelve a aplicar
empleando la misma coincidencie deméscara que produjo la capa 64, En—
tonces, las capas de 6xido 68 se mordentan a través del silicic subya-
cente para volver a sbrir ventanas de contacto 66, y la capa fotopro-
tectore se elimina para producir ventanas 66 ilustradas normalmente
en la figure 2I, La abertura de ventares 66 en la superficis I4 ilus-
trada 8n la figura 2I se puede controlar a menos de 5 micrémetros de
diédmetro.

Finalmente, se emplean un procedimisnto de metalizacidén parsa
formar contactos 70, 72 y 74 en las ventanas 76 que produce la sstruc-
tura de dispositive I0 ilustreda en la finura 22, Los contactos ss
forman preferiblemente por depostcidn al vacfo de aluminio, formandoss
partes fotoenmascarantes del aluminio, y mordentando lasg partes no en-
mascaradas con reactivos que atacan de un modo selsctivo el aluminio
pero no la capa de éxido subyacente 62, De este modo se construye una

estructura de transistor semiconductor de dxido meté&lico. .
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En particular, el elemento 24 es un FET del modo de amplifi-
cacién de canal N gue tieme una puerta de silicio autoalineado similar
a la gue se describe en Mai et el, citada anteriormerte, donde el con-
tacto 62 sirve como contacts de puerta para la puerta de silicio 50
5. y los contactos 70 y 74 sirven como contactos ds manantiél y drenaje
a las regiones 56 y 58, La presente invencidn pusde tener aplicacién
también para hacer FETsde modo de transicidn de canal N asfi como am-
bos modos de FETs de canal P por modificacién de las fases de process
indicadas de un modo especifico de acuerdo con las enséfanzes de Mal
I0.. st al. Segln esta invencidén, se consigue una geometria menor con una
regién de cenal de aproximadamente 3,0 micrdmetros a tan s6lo eproxi-
madamente G,5 micrémetros sin aumentar el efecto da cuerpo y la capaci-
tancias parédsita. Esto se consigue mediante el empleo de la doble im-
plantecidén o injerto y difusién proporcionando una regién tampdn de
I5. | gran cantidad de impurezas dentro de le: estructure de la presente ine
vencién, La concentraci6n del substrato no se tiene que sumentar y el
6xido de la puertz puede mantener su sspesor normel. Ademés, la preci-
sidn del canal se vuelve menos critica debido al efecto de los halos
de impureza,

20. v Afnque se ha dascritc con detalle una modalidad preferible de la
invencidn, se comprenderi que ss pueden efectuar diversos cambios, sus—
tituciones y alteraciones sin desviarse del espiritu y alcance de la
invencidn segfin se define en las reivindicacionas adjuntas,

Descrita suficientemente la naturaleza del invento, asf como la
25, manera de realizarlo en la préctica, debe hacerse constar que las dis-
posiciénes anteriormente indicadas son susceptibles de modificaciones

de detalle en cuanto no alteran su principioc fundamental. “
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REIVINDICACICNES

I. Procedimiento para hacer una estructura de trensistor samicon-
ductor de Sxido metélico, carscterizado porgue comprende las fasas ds:
proporcionar un sustrato ssmiconductor de un primer tipo de conducti-
vidad, formar una primera capa aislante de diéxido‘de silicio en una
superficie activa del substrato, former una segunda capa aislante de
nitruro de siliclo sobre la primers capa aislante; colocar una mﬁsca:'
ra fotoprotectora sobre la gegunda capa eislante para definir freac
elegidas; eliminar las 4rsas slegidas ds la méscara fotoprotsctora por
una técnica fotogréfica. para sxponer la segunda capa aislante por de-
bajo del &rea slegicda; mordentar las érsas expuestas de la segunda ca~
pa aislante; injertar iones del primer tipo de conductividad a través
de las regiones expusstas; desarrollar regiones de éxido gruesas sobre
las regiones inJjertadas; eliminar le segunda capa sislante remanente;
gliminar la primera caps aislante; desarrollar une delgada capa ais-
lante de &xido; depositar una capa de polisilicio sobre una delgada
cape aislants de dxido; eliminar partes de la cape de polisilicio pa~
re definir una puerta cqnductiva; injertar iones del primer tipo de
conductividad en las &resas comprendidas entre la puerta conductiva y
las regiongs gruesas ds Oxido; difundir los iones injertados para for-
mar primeras regiones; injertar lones de un segundo tipo de conducti-
vidad de las mismas dreas de la puerta conductiva y las regiones de
6xido gruesas; y difundir los iones injertados del segundo tipo de con-
ductividad para formar segundas regiones dentro de la primera regién.

2. Procedimiento segdn la reivindicaclén I,carascterizado por-
qus comprende las fases da: formar una delgada capa aislante de éxido
sobre un sustrato semiconductor; definir una puerta conductiva sobre
la capa aislante; para Fformar primeras regiones de un primer tipo de

conductividad de ambos lados de la puerta conductiva; y formar segun-~

~I2-
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das regiones ds un segundo tipo de conductividad dentro de las pri-
meras regiones,

3. Procedimiento segfn la reivindicacidn 2, caracterizads por-
que la primera y la segunda regiones se forman por injerto iénica.

4, Procedimiento segfn la reivindicacidn 2, caracterizado
porgue la primera regilén se forma por el injerto iénico de boro v
la segunda regidén se forma por el injerto iénico de arsénico.

5. Procedimisnto segdn la reivindicacidn 2, caracterizado
porque la primera regién se forma por el injerto ifnico de boro y la
segunda regidén se forma por el injerto ifnico de antimonio.

6. Procedimiento segdn las reivindicaciones I & 5, caracteriza-
do porque comprende las fases de: definir un &rsa activae en un sups-
trato semiconductor de un primer tipo de conductividad, desarrollar
una capa de dxido aislante scbre el 4reas agtiva; formar una puerta
conductiva sobre la caba aislente; formar una primera y una segunda
regiones de tipos diferentes de conductividad en ambos lados de la
puerta conductiva, situfndose las segundas regiones dentro de las
primeras regionss por lo que se forma un manential y un drenaje.

7. Pruocedimiento para hacer una estructura de transistor se=-
miconductor de 6xido met&lico, tal y como queda sustancialmente des-
crito en la:presente memoria y en los dibujos adjuntos.

Esta memoria consta de trece hojas escritas a mégquina por una
sola cara. =0 FEB, 1980

Madiid,
MOSTEX CORPORATION.
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